PNP SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 2 N ]724
TRANSISTORS PNP SILICIUM, MESA DIFFUSES 2 N ‘]7?4 A

2N 1725

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signat amplification (high voltage)

Amplification BF grands signaux (haute tension) VCEO { 80V 2N 1724 - 2N 1725
- High current switching 120v 2N 1724 A
Commutation fort courant e 5A
Peot 100w
Rinj-c) 15°C/W max.

h 20-90 2N1724
21E{(2A) ¢ 30-90 2N 1724 A
50 -150 2N 1725

Dissipation derating Case TO-61 — See outline drawing CB-69 on last pages
Variation de dissipation Bofitier Voir dessin coté CB-69 derniéres pages
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! Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
[{] 50 100 150 -t (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

2N 1724 2N 1724 A 2N 1725

Collector-base voltage VCBO 120 180 120 v

Tension collecteur-base

Coliector-emitter voltage Veeo 80 120 80 \

Tension collecteur-émetteur

Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v

Collector current 'C 5 5 5 A

Courant collecteur

Peak collector current

|
Courant de créte de collecteur cMm 75 75 75 A
Power dissipation 260, P.
Dissipation de puissance toase = 25°C tot 100 100 100 w
Junction temperature t. 1
Température de jonction max. 3 175 175 175 °C
Storage temperature min. t —65 —65 —65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 +200 °g
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2N 1724, 2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
V, =60V
VCE ov 1 mA
BE =
VCE =60V
Vee =0V | IN1724 2 mA
tease = 150°C CES
Veg =120V
Vgg =0V 10 mA
o
tease = 150°C
\Y =60V
VCE ov 0,1 mA
BE =
VCE =100V
VBE =0V 2 mA
tcase = 150°C
lcES 2N1724 A
Collector-emitter cut-off current Vap =100V
c 4 CE 1 mA
ourant résidus! collecteur-émetteur
VBE =0V
Veg =180V
Vgg =0 V° 10 mA
tease = 190°C
Vg =30V
vVE oV 0,1 mA
BE T
Veg =80V
VBE =0V 2 mA
—— 0
toase = 150°C
ices  |2N1725
Vap =60V
VCE ov 1 mA
BE =
VCE =120V
VBE =0V 10 mA
t = 150°C

case
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2N 1724, 2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires}
Test conditions ;
Conditions de mesure l ‘l Min. Typ. Max.
Colloctor . . Vo _3v 1 l2n1724 05 mA
ollector-base cut-off curren cB =
Courant résiduel collecteur-base 'E =0 lCBO 2N1724 A 0,1 mA
2N1725 0,1 mA
V =
| EB g v 10 mA
¢ 2N1724
Vv =10V
| EB 0 10 mA
c -
Veg =9V
ICEB -0 0,5 mA
v —W—*—' 2N1724 A
Emitter-base cut-off current EB = 0
Courant résiduel émetteur-base g =0 leBo 10 mA
Ve =3V
B o 05 mA
c =
Ve =9V
| EB 0 2N1725 05 mA
c =
A" =10V
B 10 mA
c =
2N1724 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lg =200mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur 1 =0 (BR)CEO 2N1724 A 120 v
B 2N1725 | 80 \Y
VCEf =15V 20
lc =01A
2N 1724
Vap =15V
L A 20 90
c =
\2 =15V
CE
e =01A 30
2N1724A
Vap =15V
G oA 30 90
Static forward current transfer ratio ¢ h21E*
Valeur statique du rapport de transfert VCE =15V
direct du courant _ 50
'C =01A
2N1725
Vo =16V
O A 50 150
c =
V =5V
| CE 5A 2N1724A| 20
c =°7
VCE=15V 2N 1724 12
'C =2A 2N1724 A; 18
tamb=—55°C 2N1725 25
* Pulsed t =300us 6 < 2%
Impulsions P
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2N 1724,2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

Test conditions

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Conditions de mesure in. Typ. Max.
T | =2A
oz ! v
B =%
[ =2A
C
0,6 v
lg =02 A
lC =5A *
Collector-emitter saturation voltage | ~05A VeEsat 1.5 v
Tension de saturation collectaur-émetteur B !
| =2A
X —02A ! v
B =Y
IC =2A
lg =02 A 0,8 Y]
toase = —55°C
| =2A
(o}
2 )
‘B =02A
l =2A
[
g =02A 12 v
Base-emitter saturation voltage VBE *
Tension de saturation base-6metteur r sat
e = 5A 5 v
lg =05A
I =2A
IS _o02A 2 v
B =Y
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vap =15V
Transition frequency CE
Fréquence de transition lc =05A r 10 MHz
f =10 MHz
Output it Veg =15 \
utput capacitance c
Capacité de sortie !E =0 22b 550 pF
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermat resistance ) .
Résistance thermique {jonction-boftier) Rth(l‘C) 15 /W

* Pyised tp=300 us 5<2%

Impulsions
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2N 1724

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

j _ collecteur-émetteur
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VARIATION DC CURRENT GAIN VERSUS
TEMPERATURE
Variation du gain en courant en fonction de

h21 e la température
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de fa tension

| collecteur-émetteur

C

(A}

tease=100°C

froel L1
iF S pees

//100‘mA —(
i

3,2

N
3
3

R

4t

vy

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur
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